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【はじめに】ベース樹脂にノボラック樹脂、溶解抑制剤にナフトキノンジアジド(DND)を用いたノボ
ラック系ポジ型レジストは、代表的な非化学増幅型 i線用レジストとして知られている。現在の半導
体デバイス製造においては加工線幅が微細でない工程では上記ノボラック系ポジ型レジストが使用
され、また液晶ディスプレイ製造では現在でもこのレジストがプ
ロセスの大部分を占めている。これまで花畑らによって 1)、ノボラ
ック系ポジ型レジストの材料最適化、パターン形成機構、リソグ
ラフィー特性が検討されてきた。しかし、ノボラック系ポジ型レ
ジストにおける材料最適化の検討として、溶解抑制剤のエステル
化率(Fig.1 に示すバラストに結合するジアゾナフトキノン誘導体
の割合)については検討されていない。今回、ノボラック系ポジ型
レジストにおける溶解抑制剤のエステル化率とレジストのリソグ

ラフィー特性との関係をレジスト現像アナライザや PLOLITH

によるシミュレーションを使用し解析したので報告する。 

【実験方法】レジスト調製比は、ノボラック樹脂(Mw；
15,000)が 17.88wt％、溶解抑制剤(2,3,4,4´-ﾃﾄﾗﾋﾄﾞﾛｷｼ
ﾍﾞﾝｿﾞﾌｪﾉﾝのﾅﾌﾄｷﾉﾝｼﾞｱｿﾞｴｽﾃﾙ化物)が 4.11wt％、界面活
性剤が0.01wt％、溶媒｛ﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙﾓﾉﾒﾁﾙｴｰﾃﾙｱｾﾃｰﾄ｝
が88.00wt％である。上記レジストを塗布するとき、ス
ピンコータの回転数を変化させ、初期膜厚を1000nmか
ら 1200nm の間で変化させた。レジストをホットプレ
ートを使用し 100℃で 60 秒間プリベークした。表面形
状計測器でレジストの初期膜厚を測定し、
365nm(FWHM=9nm)の露光波長で露光量を変えレジ
ストを露光した。その後、レジスト現像アナライザ
(RDA；リソテックジャパン製)でレジストを現像した。
シミュレーションには、PLOLITHを使用した。 

【結果と考察】溶解抑制剤のエステル化率を変えたとき

のレジストの初期膜厚と感度 (Eth) との関係

(SwingCurve)をFig.2に示す。初期膜厚が等しいときに、

エステル化率が高くなるにつれてEthが増加した。した

がって、エステル化率が低いほど高感度であると言える。

多重干渉効果(Swing Curve の振幅)およびバルク効果

(Swing Curveの傾き)は、エステル化率が高くなるほど

大きくなる傾向が見られた。レジスト解像度のシミュレ

ーション結果をFig.3に示す。エステル化率が72.5%の

ときはパターンが台形であり、かつ未露光部の膜減りが見られた。エステル化率が75.0%以上ではパ

ターンは矩形に近く未露光部の膜減りも見られなかった。レジストの感度、解像度の両観点からレジ

ストの現像特性はエステル化率が75.0%のときが最適であると結論できる。 
[参考文献]1)M.hanabata, et.al.Proc.of SPIE，771，85(1987) 

Fig.1 Chemical structure of PAC 

Fig2. Swing curves of the resists having 
the different esterification rate 

Fig.3 Resist patterns simulated by PLOLITH 
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